OooooooQgoQgaog

O Ooooo
O Ooooo
O Ooo0ooo
O Ooo0ooo
O Ooo0ooo

Oo0oooooooooDoooo0ooDooooooooooogdg

O

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

oooo
oooo
oooao
oooo

O
oo0oao
ooood
ocoood

Ooooooooooooaog

OO0 o0ooOoDooo| oo oD oD ooo oo oo oooogogoooao
Oo0o0oo0ooODooo| oo oo oDoo oo oo oooogogoooao
oo oooooo|omoooov

OO0 o0o0ooODooo|ooo oo ooo oo oo oooogogoooo
OO0 o0oo0ooOboooOo0 oo oDooo oo oD oDoooogogoooao

gooaao

TransistorQd

ooooooad

ooooood
oooooogoad

JP 2004-356528 A5 2006.7.13

Oooooooooooooooooooao

oooooood

0 180 70 130 (2006.7.13)

0 O 2004-356528(P2004-356528A)

0160 120 160 (2004.12.16)

00000 0OO?2004-049

0O O 2003-154812(P2003-154812)

oad

21/316 (2006.01)

29/78 (2006.01)

27/108 (2006.01)

21/8242 (2006.01)

21/316 O

29/78 oooad

27/10 ood

O

0 180 50 300 (2006.5.30)

O

oooogd

oooooooooao

Od

O

ood

Ooo0ooU0ooU0ooOU0ooUODoODU0ooODUODU0ODODUODUODODUODUODUODUODUODO

oooooooooooooooDoDoDoDooooOo0oo0ooooooooooao

0000000000000 0Do0DU00DU0DO0D0DD0DU0DD0D0DD0ODU0DO0OD0DD0ODODO

oodd

oooooooODooooDooooDoDo0oDoDo0Do0o0Dy,O00O0O0DODO0DO0O, 000

00000000, 0000000000000 O0OD0OD0DOO0D1I00000

oooo0ooo00ooooDo0ooooDO0oofooooDooooDooooDooooOoog

JodooooooooooooDoDoDoooo0o0U0oUUoUUOoOooooooao

oooogoOooOooOooUooUooOUOUDODUDbDUDUODUOUDODUOUDUODUODO

oooooooooao

oooU0ooUooUooUooUoOUODUOLODO0DDODUODUODUODUODUODUODUODO

0oo0oo0ooO00oooo0Do0ooooD0DO0oooDoDUoooODoDoooDoDogoooOoog

JododoooooooooooDooooooooooUooooooooao

ood

oooo0ooo00ooooDo0ooooDO0oofooooDooooDooooDooooOoog

OooU0ooU0ooU0ooOU0oOoOUODU0UODUDODUODUDUDUOUDUDUODLDODODO

0o0oo0o0oooooooooooDoDoDoDoDooooooOoooooooooan

Ooodad

000000000 O0OMOSFETO Metal-Oxide-Semiconductord Fieldd Effect
0o0oo0o0ooooooooooDoDoDoDooooooOoooooooooaon
0000000000000 o0ooDDDDoDDOO0DDCapacitord0no0Q0an
00000 ooooooooooDoDoDooDoooooooooaod




~
N
o/

O O

oo ooo

JP

2004-356528

oooooag

O
O
O

ood

O
O
O

A5 2006.7.

O

13

ooad

O
O
O

Iy o |
I R |
I R |
I |
I R |
I R |
I R |
I |
I |
I R |
I |

O
O
O
O
O
O

O
O
O

[y |
[y |
s [y |
sy |
Iy |
[y |

Oooopo@omopuoioooooodg

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

oooggag

goag

ogdgag

OO oopioibciom|oooooogodg

m
=
a O

oo ooo@oooooooodg

(o]

O

O

O

O

O

O

0000000000 00000Metal-OXide-Semiconductor

Field

t Transistor0 000 0000000000000 0O0O0O0O0O0OO0O0O0O0O

O

O

O

O

O

O

0000000000 Capacitord o

O

O
O
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

oooggdg

(]

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

I o
I
I

I [ |
I s |
o |
o |
o i |
o i |
o |
I [ |
I o o s |
I s
I o
I s
I o
I o o
I o

o s |
I s I |

O
O

O Oomin;oi;oo
O oOomn;oi;o
O oOomn;oi;oo
O Oomn;oi;oo
O oOomn;oi;oo
O oOomn;oi;oo
o o
[ o
[ o
o
[ o
[ o o |
[ o o |
[ o o |
[ o o |
[ o o |
[ o o |
[ o o |
[ i I |
[ o o |
[ i o |
[ i |
I i I |
I o |
[ i o |
[ i o |
[ i o |
[ o I |
[ o I
I I |
[ i I |
[ i I |

oo oi; o
oo oin; o
oo oi; o
oo oin; o
oo oi; o
[ Iy
[ o Iy
[ o I
[ o Iy
[ o Iy
[ o Iy
[ o I
[ I o
[ o I
[ Iy
[ o I

O
O
O

O
O

O
O
O
O
O

[ I oy
[ i I o
[ i I oy

I o
I
Iy I o i
Iy I
Iy I i
Iy I o i
I I i

OooooireEooiocoiomooiocoojo|jooiocolo|jool|il;olico
OoooOo@oooooopiooooooioooooo;oioo
OoooOoooooIooiooooooioooooo;|oioo
Ooooo@ooooooiooooooioooooo;|oioo

OooOooo;ooo oo oiooioioo;oi;o

Oonoooiopooo|;|oi;o
Oonoooiopoioo|;|oi;o
OonoIooiopooo|;|oi;o
Oonoooiopooo|;|oi;o
Oono;Iooiopoioo|;|oi;i;o
o o
o A
o o
o I |

o I |

o I |

[ s

[ s

o s




3) JP 2004-356528 A5 2006.7.13

booagoogoogoogoodagoodaonad




	header
	written-amendment

